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SOURCE: TrendForce

固態半導體時期真空管時期

Si、Ge 元素半導體

(第一類半導體)

GaAs、InP 化合物半導體

(第二類半導體)

2000

GaN、SiC

(第三類半導體)
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SOURCE: INFINEON

SiC元件優點 :
耐高溫、高功率、高效率，可應用

於高功率需求的裝置上，例如電網裝
置、電動車充電樁、資料中心。

GaN元件優點 :
耐高溫、高頻操作、高效率，可應

用於中低功率需求的裝置上，例如機
架電源、充電裝置、軍用雷達。

在更高的功率需求條件下，使用GaN、
SiC功率電晶體可以比使用矽半導體
更輕易達成。

因GaN、SiC功率元件的特性(例如更
少的雜散電容)，使電路設計上可減少
更多輔助電路設計。

SOURCE: Wolfspeed in TaIwan
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FET

SCHOTTKY

ZENER

BJT

DIODE

IGBT

製造流程

實體電路設計

半導體結構

封裝設計

散熱設計

晶格匹配

改善擊穿電壓

改善漏電流

磊晶

ESD設計

改善電子移動率

異質接面製造

DFM

DFR

DFY



產業調查

關鍵字
GaN

關鍵字
SiC

中
文
檢
索
策
略

英
文
檢
索
策
略

檢

索

結

果

Searching Query :

檢索策略

家族案數 :

產業調查中文檢索策略

Searching Query :

檢索策略

家族案數 : 1957

GaN 英文檢索策略

CTB=(gallium ADJ nitride OR GaN or 
WBG OR wide?band?gap) AND 
(CTB=((power ADJ semiconductor OR 
power ADJ transistor OR power ADJ 
mos) OR Schottky OR Zener) OR 
IC=(H01L)) AND (CTB=(breakdown 
ADJ voltage OR break ADJ down ADJ 
voltage OR avalanche ADJ voltage OR 
blocking ADJ voltage OR EPI OR EPI 
ADJ layer OR ESD OR 
ELECTRO?STATIC)) NOT CL=(Light ADJ 
emitting ADJ diode OR light-emitting 
ADJ diode OR optical-electrical ADJ 
device OR LED) AND DP<=(20220523); 

產業調查中文檢索策略

Searching Query :

檢索策略

家族案數 : 2117

SiC 英文檢索策略

CTB=(silicon ADJ carbide OR silicon 
ADJ carbonite OR SiC OR WBG OR 
wide?band?gap) AND (AB=((power 
ADJ semiconductor OR power ADJ 
transistor OR power ADJ mos) OR 
Schottky OR Zener)) AND 
(ALL=(breakdown ADJ voltage OR 
break ADJ down ADJ voltage OR 
avalanche ADJ voltage OR blocking 
ADJ voltage OR EPI OR EPI ADJ layer 
OR ESD OR MOBILITY OR 
ELECTRO?STATIC OR heterojunction 
OR hetero?junction)) AND 
DP<=(20220523) AND (IC=(H01L))

產業調查中文檢索策略

Searching Query :

檢索策略

家族案數 : 687

產業調查英文檢索策略

(IC=(H01L) AND CMP=(("CREE" OR 
"WOLFSPEED")) AND CTB=(gallium ADJ 
nitride OR GaN OR WBG OR 
wide?band?gap) AND AB=(Schottky OR 
Diode OR zener OR ESD OR Electrostatic 
or FET OR power ADJ semiconductor OR 
power ADJ transistor OR power ADJ mos) 
AND ALL=(breakdown ADJ voltage OR 
break ADJ down ADJ voltage OR 
avalanche ADJ voltage OR blocking ADJ 
voltage) AND DP<=(20220523))

產業調查中文檢索策略

Searching Query :

檢索策略

專利件數 : 1356

((氮化鎵 OR 鎵氮 OR gallium nitride OR GaN OR 寬能隙 OR 寬
能帶 OR WBG OR Wide Band Gap OR Wide-band gap OR wide 

bandgap)@TI,AB,CL AND ((功率半導體 OR 功率電晶體 OR 功率
金氧半導體 OR 功率ＭＯＳ場效電晶體 OR 功率MOSFET OR 

power semiconductor OR power transistor OR power mos OR 

power MOSFET) OR 蕭特基 OR 肖特基 OR 蕭基 OR Schottky* 

OR 稽那 OR 稽納 OR 齊納 OR Zener*)@TI,AB,CL AND (崩潰電
壓 OR 擊穿電壓 OR 鑿穿電壓 OR breakdown voltage OR break 

down voltage OR avalanche voltage OR blocking voltage) AND 

ID=:20220523 AND (IC=H01L*)) OR ((碳化矽 OR 矽碳 OR 矽碳
化物 OR SiC OR silicon carbide OR silicon carbonite OR 寬能隙
OR 寬能帶 OR WBG OR Wide Band Gap OR Wide-band gap 

OR wide bandgap)@TI,AB,CL AND ((功率半導體 OR 功率電晶體
OR 功率金氧半導體 OR 功率ＭＯＳ場效電晶體OR 功率
MOSFET OR power semiconductor OR power transistor OR 

power mos OR power MOSFET) OR 蕭特基 OR 肖特基 OR 蕭基
OR Schottky* OR 稽那 OR 稽納 OR 齊納 OR Zener*)@TI,AB,CL 

AND (崩潰電壓 OR 擊穿電壓 OR 鑿穿電壓 OR breakdown 

voltage OR break down voltage OR avalanche voltage OR 

blocking voltage) AND ID=:20220523 AND (IC=H01L*))

GaN & SiC 中文檢索策略產業調查中文檢索策略

Searching Query :

檢索策略

專利件數 : 1484

((三菱 OR MITSELEC OR ADVDIS)@PA AND (氮化[-20,20]

鎵OR 鎵氮 OR 寬能帶 or 寬能隙 OR (Gallium nitride) OR 

GaN OR WBG OR (wide/band/gap))@TI,AB,CL AND 

ID=:20220407) OR ((恩智浦 OR NXP OR 飛思卡爾 OR 

FREESCALE OR SIGMATEL)@PA AND (氮化[-20,20]鎵OR 

鎵氮 OR 寬能帶 or 寬能隙 OR (Gallium nitride) OR GaN

OR WBG OR (wide/band/gap))@TI,AB,CL AND 

ID=:20220407) OR ((富士 OR FUJIELEC)@PA AND (氮化[-

20,20]鎵OR 鎵氮 OR 寬能帶 or 寬能隙 OR (Gallium nitride) 

OR GaN OR WBG OR (wide/band/gap))@TI,AB,CL AND 

ID=:20220407) OR ((克里 OR 克瑞 OR 克立 OR CREE OR 

WOLFSPEED)@PA AND (氮化[-20,20]鎵OR 鎵氮 OR 寬能
帶 or 寬能隙 OR (Gallium nitride) OR GaN OR WBG OR 

(wide/band/gap))@TI,AB,CL AND ID=:20220523)

GaN產業調查中文檢索策略產業調查中文檢索策略

Searching Query :

檢索策略

專利件數 : 1812

((ROHM OR 羅姆 OR 羅沐 OR 罗姆)@PA AND (碳化矽 OR 

碳矽 OR 寬能帶 or 寬能隙 or (silicon carbide) OR (silicon 

carbonite) OR SiC OR WBG OR 

(wide/band/gap))@TI,AB,CL AND ID=:20220407) OR ((艾寶
OR 艾波比 OR ABB* OR BALDOR OR RELIANCELEC OR 

POWERONE OR THOMBETTS OR LAMSONSESSION 

OR ACTAVISGRP OR FORESTLAB OR LIFECELL OR 

REPROSTHERAP OR VITAEPHARM OR 

WARNERCHILCOTT OR PHARMACYCLICS)@PA AND 

(碳化矽 OR 碳矽 OR 寬能帶 or 寬能隙 or (silicon carbide) 

OR (silicon carbonite) OR SiC OR WBG OR 

(wide/band/gap))@TI,AB,CL AND ID=:20220407) OR ((英飞
凌 OR 英飛凌OR INFINEON OR CYPSEMI OR RAMTRON 

OR SPANSION OR QIMONDA OR RECTIFIER)@PA AND 

(碳化矽 OR 碳矽 OR 寬能帶 or 寬能隙 or (silicon carbide) 

OR (silicon carbonite) OR SiC OR WBG OR 

(wide/band/gap))@TI,AB,CL AND ID=:20220523)

SiC產業調查中文檢索策略
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專利
檢索

區域
全球
(以US/CN/JP/KR/EPO/WIPO/TW為主)

檢索
區間

~2022/05/23

化合物
半導體

關鍵字
Gallium Nitride/Silicon Carbide/WBG/Break-down 
Voltage/epitaxy/HEMT/Mobility/2DEG/Schottky/其他相關同義詞

分類號 H01L

專利
數量

家族案
數量

3398案

專利
件數

10326件



專利歷年申請趨勢

IPC/CPC分析

地區申請概況(全域/多局)

申請人分析(全域/四局)

技術生命週期分析

重要專利分析(全域/四局)

技術分類分析

企業研發能量與競爭力

國家地區別技術分布分析

申請人技術分析(全域/四局)

擴展資料分析
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◎專利家族案量與申請人數量於1996~2005、2009~2012年區間快速成長。

專
利
歷
年
申
請
趨
勢

1985 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

申請案件數量 2 1 1 2 1 1 5 12 7 19 25 22 24 42 39 52 89 106 108 113 96 129 148 226 266 231 226 207 207 268 268 182 186 87

申請人數量 3 1 1 1 1 1 2 9 8 20 35 28 50 60 60 80 123 133 114 101 113 107 149 134 251 238 189 125 99 132 115 110 96 58
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◎於2012~2016年專利家族案量遞減，申請人數量則急遽下滑，至2017年回穩。

◎專利家族案量與申請人數量經2012~2017年的收斂，逐漸顯露出該產業具競爭能力者。
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1985 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

US局申請量 CN局申請量 JP局申請量 WO局申請量 EP局申請量 KR局申請量 TW局申請量

專
利
歷
年
申
請
趨
勢

◎除中國大陸地區外，其餘地區的專利申

請件數量於2013年後逐年下滑。

◎中國大陸地區(紅色線段)的專利件數量

在2015年逐漸上升，在2017年超越美

國地區的專利申請數量，並達顛峰。

◎經查2017年中國大陸地區的專利申請

人主要為中國大陸地區所屬專利權人，

且為學研單位居多。

◎中國大陸於2015年推行國家政策(十三

五能源計畫)，2016年中美貿易紛爭致

使中國積極發展半導體產業有關。



專
利
申
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國
家
地
區
趨
勢

12
◎以美國地區的專利數量最多，之後依序為中國大陸、日本、WO、韓國、歐洲與台灣。

2337

美國

1854

中國
大陸

1784

日本

830

WO

631

韓國

622

歐洲

482

德國

444

台灣



專
利
家
族
地
區
申
請
涵
蓋
分
析

◎ USPTO在2022/2/15發表研究報告，

以專利家族跨多局維度進行分析。

◎ 專利家族跨美國、中國大陸者有951

案；跨美國、中國大陸、日本有677

案。

◎ 專利家族跨美國、日本、WO有555案；

跨美國、中國大陸、WO共441案。

◎ 專利家族跨美國、中國大陸、日本、

WO有398案。

◎ 專利家族涵蓋美國、日本、WO比涵蓋

美國、中國大陸、WO多出114案，顯示

申請人對日本地區的家族涵蓋意願較

高。

13



中國大陸地區近期因國家政策影響
使得化合物半導體相關專利大幅增加
其申請人多為中國大陸地區學研單位。

2

各國家地區的專利數量以美國地區最多，
其次為中國大陸與日本地區。1

資料經家族四局篩選後，
可有效獲取具高布局程度的專利家族。3

小 結

資料經家族多局篩選分析後，
可得知申請人對日本地區的專利申請
相較於中國大陸地區具有較高意願。

4
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◎以前十大申請人總部位置做統計，以日本最多。

◎專利家族3398中的申請人數量以富士最多(288案)。

◎在前十大申請人中，中國所占兩名為學研單位。

申
請
人
分
析
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四
局
申
請
人
分
析

◎涵蓋四局(US、JP、CN、WO)

專利家族數量共398案，其中家

族案申請量以Mitsubishi最多

(100案)。

◎在前十名申請人中，以日本地區

的申請人共7名最多，總專利家

族數量為263案。

◎排名第8的日本NAT INST 

ADVACED IND. & TECH. (產總

研, AIST)為日本獨立行政法人產

業技術總合研究所。



17

家族A 家族B 家族C

◎將家族內各家族成員所含重複的IPC/CPC去重後，寫回家族資料內，

減少因家族成員數量過於龐大導致IPC/CPC重複計算，以利觀察IPC/CPC技術分類上的漂移。
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分
類
號
分
析

◎ IPC前十名以四階H01L 29為大宗、其次為H01L 21。

IPC

H01L 半導體裝置

用於整流、放大、振盪、或切換，或電容器，或電阻器的半導體裝置，
至少包含一電位能障或表面能障(ex. PN junction)；半導體或其電擊之零部件

H01L 29

用於製造或處理半導體或固體裝置或部件的方法或設備
H01L 21
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分
類
號
分
析

CPC

H01L Semiconductor Device; Electric Solid State Device

H01L 29

Semiconductor devices adapted for rectifying, oscillating or switching , or 
capacitors or resistors with at least one potential-jump barrier or surface barrier, 
e.g. PN junction depletion layer or carrier concentration layer; Details of 
semiconductor bodies or of electrodes thereof

◎ CPC前十名皆為四階H01L 29。



企
業
研
發
能
量
與
競
爭
力

◎ X軸為視野軸(Vision) ，

由專利申請量、專利組合與專利引用量所組成。

◎ Y軸為資源軸(Resource) ，

由企業收入、專利布局區域量、訴訟量所組成。

◎ 第一象限 :

技術領導者(Technology leader)，

具較多專利數量、高企業收入與布局區域量。

◎ 第二象限 :

市場高潛力者(High Potentials)，

專利數量略少，但較高企業收入與布局區域量。

◎ 第四象限 :

行動者(Activists)，

相對積極地進行專利布局。

◎ 第三象限 :

剛進入產業的專利權人區域。

20
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專利申請人於全域與經四局篩選，
日本申請人均占一半以上。1

小 結

IPC/CPC分析
均落在H01L29、 H01L 21，
技術上具有高度集中性質。

2
經家族四局篩選後，
日本的獨立財團法人AIST(產總研)
排名第8名。

3
經企業競爭分析中，
各企業財團在專利布局趨勢上
皆往高布局數量的第四象限偏移。

4



23230

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

技
術
生
命
週
期
分
析

2011

2005

2008

2012

2016

◎生命週期：

1985~2008、2008~2016

◎分析區間 : 1985年~2022年

◎成長期：

1985~2005 : 20 年

2008~2012 : 4年

◎ X軸 : 當年度申請人去重數量

Y軸 : 專利家族案量



24

核
心
專
利
分
析 Q =

D

M x log
T
M

◎ 優點 :

- 根據專利的存活時間做判斷。

- 同時考慮到專利時效性、被引數量與生命週期。

- 可減少因僅參考被引次數會忽略掉專利家族成員

數量所造成過度擴展的影響。

◎ 缺點 :

- M值受到公開/公告日影響。

- 當M值越小時，即便D值不高，仍具高Q值，

對於存活性較短的專利文獻可能造成判斷失真。

◎ Q值排名前1/6

◎ Citing Ref. 排名前1/6

◎有效Q值計算筆數排名前1/6

◎引用四區資料

M =
D = Numbers of Citing Ref.

T = LifeTime

Expiration Date Publication Date-( ) / 365 log
T

M

T

1

M



CREE

與CREE相連的專利與其1階深度申請/專利權人

MATSUSHITA

MATSUSHITA專利群落

MITSUBISHI

MITSUBISHI專利群落

CREE專利群落

其他2階、3階深度申請/專利權人

核
心
專
利
分
析(

)

全
域

25
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◎ 被引總量、有效Q值次數與Q值最高的專利申請人皆為CREE。 ◎ 核心專利評估可使用家族區域涵蓋作為核心專利分析資料。

◎ 使用被引總量、Q值計算與前段核心專利評估方式，可更完備

地進行評量。
◎ 在四區核心專利前1/6評估中，以US6316793B1家族代表案

的被引總量與Q值皆為最高。

核
心
專
利
分
析(

)

四
局

Item # 家族代表案 被引量 有效Q值 Q值 申請人

1 US6596079B1 656 13 2.78 ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS INC.,DANBURY,CT

2 US6488767B1 427 17 1.32 ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS INC.,DANBURY,CT

3 US20050103257A1 216 12 0.93 CREE INC.

4 US20090289262A1 175 10 0.97 CREE INC.

5 US20090057718A1 115 9 1.27 CREE INC.

6 US20060255423A1 173 9 0.98 CREE INC.

7 US20060006415A1 385 20 1.29 CREE INC.

8 US20100025730A1 563 14 2.19 CREE INC.

9 US6246076B1 363 14 1.28 CREE INC.

10 US20020066908A1 633 11 2.88 CREE INC.

11 US20050170574A1 306 11 1.43 CREE INC.

12 US6316793B1 1008 10 5.98 CREE INC.

13 US20050253168A1 436 10 2.10 CREE INC.

14 US6686616B1 378 10 2.06 CREE INC.

15 US20060019435A1 361 10 1.96 CREE INC.

16 US5969378A 232 10 1.35 CREE INC.

17 US20040119063A1 290 11 1.83 EMCORE CORPORATION,NJ

18 US20040124435A1 549 12 2.15 GENERAL ELECTRIC COMPANY

19 TW200612495A 135 12 2.37 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD.,JP

20 JP2006032749A 218 11 1.17 TOYOTA MOTOR CORP
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核
心
專
利
分
析

◎ 專利家族四區總量 266 案，前1/6數量約為 45 案，

符合前1/6三大要件的專利家族案數為 20 案。

◎ 四區前1/6的核心專利18案中，申請人CREE共有14案之多，

其中有2案受讓給美國海軍。

◎ 四區核心專利中，申請人Advanced Technology有2案，該

二案後續接受讓給CREE。
◎ 全域(Global)家族數量為 3398 案，前1/6數量約566

案，符合前1/6三大要件的專利家族案數為 62 案。

專利權人(1 Depth) 專利權人(2 Depth)

四
局
核
心
專
利
18
案

CREE(14)

Advanced Tech. (2)

GENERAL ELECTRIC Co. (1)

EMCORE CORPORATION (1)

NAVY , Secretary of USA (2)

- US20040119063A1
- US20060006415A1

CREE (2) - US6596079B1
- US6488767B1

FLOWTEK

- US6316793B1

BANK OF AMERICA

JP MORGAN CHASE BANK

(
)

四
局



美國的CREE在全域Q值分析，
與經家族四局篩選分析，
均具有申請較多重要專利。

1

經Q值篩選後的專利權人分析中，
顯示美國的CREE積極地進行專利布局。2

在全域Q值與經家族四局篩選的
專利權人分析中，
更包含了軍事、國家政策、銀行單位。

3
28
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技
術
分
類
分
析

1981

1391

537 325 220

145

1707
1682

331

2802

635

342
154

110

101

2716
656

192

◎ L2.Device中以FET數量最多(1981

案)，其次為蕭特基元件(1391

案)。

◎ GaN與SiC數量近乎相等。

◎ L3.Method(方法)以半導體結構最

多(共2802案)。

◎應用方面則以DFM最多(2716案)



地
區
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布
分
析

SiC

GaN

Schottky

FET

Wafer

半導體結構

製程方法改良

電路設計

DFM

DFR

DFY

1042

904

862

1075

277

1403

482

250

1381

489

143

835

894

633

902

449

1410

431

190

1421

308

140

359

426

270

475

170

630

196

61

685

125

63

315

287

198

308

159

457

178

85

474

139

62

326

259

190

337

132

450

158

59

510

94

48

273

106

90

125

204

332

156

80

338

72

50

1222

1059

645

1367

455

1919

367

237

1930

318

122

美國 中國大陸 日本 WO 韓國 歐洲 台灣

◎ 在美國、中國大陸、歐洲、韓國、台灣地區以GaN為主，略多

於SiC。

◎ 日本地區則以SiC技術略多於GaN。

◎ 各地區在元件分類上皆以FET最多，其次為Schottky、

Wafer。
◎ 在功效分類上皆以DFM最多，其次為DFR、DFY。

◎ 各地區的技術落點可呼應至前IPC/CPC技術分析落點。 30
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3131

SiCGaN Schottky FET DFM DFR DFY

127 65 134 227 59 12159

99 54 84 132 46 2477

42 84 71 74 40 2078

59 54 95 83 37 165

112 35 148 155 45 10598

51 43 61 90 12 344

51 30 60 72 11 1336

89 73 60 106 15 340

79 33 78 110 10 236

61 20 41 56 10 00

◎ 富士與西安電子科技大學較著重於GaN化合物半導體的發展。

◎ 西安電子科技大學與SUMITOMO較著重於Schottky元件的發

展，其他專利權人則以FET布局居多。

◎ 除DFM具較多布局外，INFINEON在DFY應用上亦具有為數可

觀的技術布局。
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19

12

45

27

1

5

12

5

12

9

22

32

44

45

8

13

14

24

24

5

24

26

50

40

10

5

12

19

32

8

27

40

70

65

9

6

15

27

28

11

8

2

26

14

4

2

5

3

10

3

7

11

13

7

0

9

1

0

0

0

29

18

17

3

6

6

13

15

4

2

SiCGaN Schottky FET DFM DFR DFY

◎ 四區與全域前時申請人最大差異在於西安電子科技大學、成都

電子科技大學未列入其中，日本的AIST則進入前十。

◎ 在四局申請人技術分布中，CREE、SUMITOMO、

PANASONIC的技術分布與全域申請人技術分佈趨勢相呼應。

◎ MITSUBISHI在GaN的技術分布略多於SiC，與全域技術分布

相反。

◎ FUJI在SiC的技術分布略多於GaN，與全域技術分布相反。
32



FUJI於四局專利技術布局中，
在SiC上略多於GaN，
與MITSUBISHI相反。

2
於十大申請人四局專利技術布局中，
大部分著重在SiC上，
顯示對SiC技術發展的重要性。

3
於四局十大申請人中，
大部分著重在SiC上，
顯示對SiC技術發展的重要性。

4
33
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技術分類分析上，
以FET與Schocky為主要技術發展。1



擴
展
資
料
分
析

1940

固態半導體時期真空管時期

Si、Ge 元素半導體

(第一類半導體)

GaAs、InP 化合物半導體

(第二類半導體)

2000

GaN、SiC

(第三類半導體)

◎技術是具有延續性，而非突然產生的。

◎擴展分析量體，加大分析範圍，以達檢視分析飄移的程度，並試圖找出相關產業發展的可能性。

◎將現有分析量體(種子資料)，擷取其前向、後向引證，並與種子資料混合以擴展分析資料量體。
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3535

◎ 種子資料(Seed RAW data):

- 種子資料為經檢索、篩除雜訊後產出的分析量體。

- 本次種子資料共3398案，專利件數為10326件(去重後)。

◎ 擴展資料(EXP. RAW data):

- 種子資料的前向/後向引證係與種子資料技術相關的文獻。

- 擴展分析量體，使其展現出該產業及其相關產業的專利樣

貌。

- 本次擴展資料共38366案(去重後114550件)，

數量為Seed RAW data的11倍。

分析
量體

種子資料
(Seed RAW data)

擴展資料
(EXP. RAW data)

家族案
數量

3,398案
38,366案

(seed raw x11)

專利
件數

10,326件
114,550件

(seed raw x11) 
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3636

◎ 擴展資料(EXP. RAW data):

- 擴展資料地區申請概況仍以美國地區專利申請數量最多。

- 日本地區專利數量排名第二，與排名第三的中國大陸地區的

專利數量相差10849件(約中國大陸地區專利數量的1.75倍)。

-

◎ 種子資料(Seed RAW data):

- 種子資料中係以美國地區的專利數量最多(2337件)。

- 中國大陸地區(1854件)、日本地區(1784件)分別佔第二、

第三名。

- 中國大陸地區與日本地區專利數量差距很接近(70件，約3%)。



擴
展
資
料
申
請
人
概
況

3737

◎ 種子資料(Seed RAW data):

- 種子資料3398案中的申請人數量以富士最多(288案)。

- 種子資料申請人數量以日本申請人最多，其次是中國申請

人。

- 前十大申請人中，中國所佔兩名皆為學研單位。

◎ 擴展資料(EXP. RAW data):

- 前十五大申請人以日本企業為最大宗，共有10位。

- 德國的INFINEON以 1305 案佔居第7位、

美國的CREE以 1107 案佔居第8位。

- 台灣TSMC以598案居第13位。
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3838

◎擴展資料(EXP. RAW data):

- 擴展資料的前十大IPC分布與種子資料的IPC分布未有太大差異，仍以H01L21、H01L29為主。

-從種子資料與擴展資料的前十大IPC技術分類分布中可觀察到技術分佈並未飄移太多，仍主要集中在H01L。



擴
展
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CPC
概
況

◎擴展資料(EXP. RAW data):

- 擴展資料的前十大CPC分布與種子資料的CPC分布未有太大差異，僅多了H01L21/0254，主要仍以H01L29為主。

- 從種子資料與擴展資料的前十大CPC技術分類分布中可觀察到技術分佈並未飄移太多，仍主要集中在H01L。

39
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在擴展資料分析中，
台積電在全域資料中佔第13名，
在四局分布中佔第31名。

4

專利申請人於種子資料(前十) 、
擴展資料(前十五)與經四局篩選，
日本申請人均占一半以上。

1

於擴展資料主要申請人中，
歐洲地區有INFINEON、ABB、
SOITEC、PHILIPS等知名企業。

3

於種子/擴展資料中，
美國地區的主要申請人
以CREE具有較多的申請能量。

2 擴展資料與種子資料在IPC、CPC
及申請人分布上均一致
顯示該產業具有高度集中性。

5
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What Signs of Patent Analytics ?

CONCLUSION

在全域Q值與經家族四局篩選的
專利權人分析中，
更包含了軍事、國家政策單位、銀行。

1
經家族四局篩選後，
日本的獨立財團法人AIST(產總研)
站上第8名。

2
在擴展資料分析中，
台積電在全域資料中佔第13名，
在四局分布中佔第31名。

3
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CONCLUSION
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Thanks for Listening


